MagICO

Oscillateurs HF a Transfert de Spin pour les Télécoms du Futur
’ ANR-05-NANO-044 (01/12/05 — 30/11/08)

Objectifs et Enjeux
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Les interactions entre un courant de spin et une aimantation via le transfert de spin sont devenues en
guelques années un domaine trés important de la physique des solides. Dans des nanostructures de
type vannes de spin ou jonctions tunnel, cet effet peut générer des précessions de I'aimantation qui
se traduit par une tension de sortie HF aux bornes de la cellule magnétique. Intégrant une telle cellule
magnétique dans un circuit amplificateur HF faible bruit et large bande sur CMOS, ces dispositifs sont
présents comme des candidats trés sérieux pour une prochaine génération d'oscillateurs HF,
accordable en fréquence par le courant et le champ pour les télécommunications du futur.

Développement : fabrication et technologie

Gain=27dB |
BW=6 GHz i

MTJ barriére MgO AFM nanolithographie

La puissance émise est directement proportionnelle & I'amplitude du signal magnéto-résistif de la
cellule magnétique. Dans cette optique, en plus des systemes standards a base de vanne de spin,
développés sur une filiere 200 mm (caractérisation RF des cellules magnétiques et leur couplage aux
circuits amplificateurs CMOS), des jonctions tunnel a base de MgO sont développées. Par ailleurs,
plusieurs géométries (nanopiliers, nanocontacts) sont a I'étude.

Etudes Transfert de Spin et Dynamique de I’Aimantation
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En vue d'optimiser la réponse fréquentielle des cellules, deux concepts originaux sont étudiés: des
structures a dépendance angulaire oscillante (spin valves avancées) et des structures a polariseur
perpendiculaire. Dans les deux cas, nous avons pu valider les prédictions théoriqgues. Dans une
deuxieme phase, nous nous attachons a optimiser le signal de sortie et le facteur de qualité en
s’appuyant les modéles théoriques et des simulations micromagnétiques de la dynamique de
I'aimantation. Ceci permettra ensuite de réaliser un premier amplificateur HF sur CMOS.
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